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【背景】 パイロクロア型 Sn2Ta2O7は正孔ドープにより p 型透明導電性を示すワイドギャップ半導体である

[1]。また、正孔のヘビードープによるフラットバンド強磁性の発現が第一原理計算から予想されている[2]。

導電性や強磁性の発現に大きく関わる価電子帯上端は主に Sn2+の 5s軌道から成るため、そのネットワー

クを保ちつつ正孔をドープするには、Ta または Oサイトへアクセプタ不純物を置換する必要がある。前回

の実験報告[3]では、Sn2Ta2O7の成膜中に N ラジカルを供給することで N導入を試みたが、Snの蒸発が

促進されて Sn/Ta 比の大幅な減少がみられた。今回は化学量論組成の Sn2Ta2O7エピタキシャル薄膜を

前駆体として、NH3ガスフロー下での熱処理によるトポタクティック N導入を試みたので報告する。 

【実験】 Sn2Ta2O7 (100)エピタキシャル薄膜はパルスレーザー堆積法により YSZ (100)基板上に作製し、

NH3ガスフロー下で 1時間、600 °Cで反応させた。薄

膜の結晶構造は X 線回折(XRD)、化学組成はエネ

ルギー分散型 X線分光(EDX)法により評価した。 

【結果と考察】 図 1に前駆体薄膜と NH3処理後薄膜

の 222 および 400 回折ピークを示す。222 ピークの

位置は NH3 処理前後で変化していないのに対し、

400 ピークは NH3処理によって広角側にシフトしてお

り、パイロクロア構造を保ちつつ c軸長が減少したこと

が分かった。図 2 に Ta M 線で規格化した前駆体薄

膜とNH3処理後薄膜のEDXスペクトルを示す。Sn/Ta

比は処理前後で変化が見られないのに対し、NH3 処

理によって O は減少、N は増加していることを確認し

た。以上の結果は、N が Sn2Ta2O7の O サイトに置換

していることを示唆している。当日は O/N 比の制御や

電気特性についても議論する予定である。 
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Fig. 2 EDX spectra near (a) O Ka, N Ka and (b) Sn La 
peaks of the pyrochlore Sn2Ta2O7 film before (red) and 
after (blue) the NH3 treatment, normalized by Ta M peak. 

Fig. 1 (a) Asymmetric and (b) out-of-plane X-ray 
diffraction patterns of the pyrochlore Sn2Ta2O7 film before 
(red) and after (blue) the NH3 treatment. 
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